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eine erste Schaltung (64), die dafiir konfiguriert ist, das Halb-
leiterbauelement (62) einzuschalten, indem ein Strom auf ei-
nem Gate des Halbleiterbauelements (62) eingepragt wird,
um eine inharente parasitdre Diode des Halbleiterbauele-
ments (62) in Vorwartsrichtung zu betreiben; und

eine zweite Schaltung (66), die dafiir konfiguriert ist, das
Halbleiterbauelement (62) auszuschalten, indem ein Strom
auf dem Gate des Halbleiterbauelements (62) eingepragt
wird, um die inharente parasitare Diode des Halbleiterbau-
elements (62) in Rickwartsrichtung zu betreiben;

wobei die erste Schaltung (64) mit dem Halbleiterbauele-
ment (62) Uiber einen ersten Schalter und die zweite Schal-
tung (66) mit dem Halbleiterbauelement (62) ber einen
zweiten Schalter verbunden ist und

sowohl die erste Schaltung (64) als auch die zweite Schal-
tung (66) eine mit einem Kondensator (iber eine Diode ver-
bundene Stromquelle enthalt.




DE 10 2010 016 611 B4 2012.05.31

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft allgemein eine Gate-
Treiberschaltung, und insbesondere eine Gate-Trei-
berschaltung zum Verbessern des Betriebsverhal-
tens von Si- und SiC-Halbleiterbauelementen.

[0002] Ein breiter Bereich von Anwendungen erfor-
dert elektronische Bauelemente, die bei hdherer Fre-
quenz, hdherer Leistung, héherer Temperatur und in
rauen Betriebsbedingungen arbeiten. Beispielswei-
se erfordern in Weltraumanwendungen, Hochtempe-
raturanwendungen, Anwendungen in strahlungsver-
seuchter Umgebung, Strahltriebwerken und Luftfahrt-
Mikrowellengeraten eingesetzte elektronische Gera-
te und Sensoren derartige haltbare und hoch leis-
tungsféhige Bauelemente. Unter Verwendung von
Halbleitermaterialien mit grolem Bandabstand, wie
z. B. aus Silizium (Si), Siliziumkarbid (SiC), Galliumni-
trid (GaN) und aus Diamant hergestellte Bauelemen-
te zeigen diese Eigenschaften. Im Wesentlichen wer-
den Halbleiter mit einer Energiedifferenz oder einem
Energieband zwischen der Oberseite des Valenzban-
des und der Unterseite des Leitungsbandes von typi-
scherweise grofier als 2 Elektronenvolt (eV) als Halb-
leiter mit groRem Bandabstand betrachtet. Derartige
Materialien sind im Allgemeinen bei hohen Tempe-
raturen chemisch stabil, haben eine gute Warmeleit-
fahigkeit, eine hohe Durchbruchfeldstarke und eine
grol3e Elektronensattigungsgeschwindigkeit.

[0003] Beispielsweise werden in einem breiten Be-
reich von Leistungselektronikanwendungen zuneh-
mend aufgrund ihrer verschiedenen, im Vergleich zu
auf Silizium (Si) basierenden Halbleiterbauelemen-
ten Uberlegenen Eigenschaften auf Siliziumkarbid
(SiC) basierende Halbleiterbauelemente verwendet.
Insbesondere haben SiC-basierte Halbleiterbauele-
mente besonders gute(n) Warmewiderstand, Schalt-
oder Betriebsgeschwindigkeit, Spannungsfestigkeit
und EIN-Zustand-Spannungsabfall, die nicht alle mit
herkommlichen Si-basierten Halbleiterbauelementen
erzielt werden kdénnen. Zusétzlich sind aufgrund des
breiten Bandabstandes und/oder der hoch sperren-
den Eigenschaft SiC-basierte Halbleiterbauelemente
fir Hochspannungsanwendungen geeignet.

[0004] Derartige Halbleiterbauelemente einschliel3-
lich Halbleiterbauelemente mit nicht isoliertem Ein-
gang, wie z. B. Sperrschicht-gesteuerte Transisto-
ren (ein Beispiel umfasst einen Sperrschicht-Feld-
effekttransistor (JFET), einen statischen Influenz-
transistor (SIT), einen Bipolarsperrschichttransistor
(BJT) und einen Metall-Halbleiter-Feldeffekttransistor
(MESFET) erfordern einen speziellen Gate-Treiber
bzw. Steuerschaltung fiir einen korrekten Betrieb. Ei-
ne herkdmmliche Gate-Treiberschaltung arbeitet ty-
pischerweise nicht gut, wenn sie Bauelemente mit
nicht isolierten Eingédngen ansteuern soll. Beispiels-
weise ist die Anwendung von herkdmmlichen Gate-

Treiberschaltungen, wie z. B. solchen, die fir Me-
talloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren (MOSFETS)
und Bipolartransistoren mit isoliertem Gate (IGBTSs)
erhaltlich sind, fur einen nicht isolierten Eingang nicht
optimal, da die Bauelemente mit einem nicht-isolier-
ten Eingang einschlie3lich der Halbleiterbauelemen-
te mit groRem Bandabstand niedrige und kontrollierte
Gate-Spannungen erfordern.

[0005] Im Normalzustand eingeschaltete bzw.
selbstleitende SiC-JFET wurden bereits in einigen
Leistungselektronikanwendungen eingesetzt, wobei
jedoch der maximale Strom, den der selbstleiten-
de SiC JFET verarbeiten kann, durch die Gate-Trei-
ber begrenzt ist. Ferner arbeiten derzeitige Gate-
Treiber und fur selbstleitende SiC JFETs entwickel-
te Gate-Treiber unzureichend oder sind hinsichtlich
eines Betriebs eines normalerweise ausgeschalteten
bzw. selbstsperrenden SiC JFET begrenzt. Es gab
bereits einige Anstrengungen, einen Gate-Treiber zu
entwickeln, der mit Halbleiterbauelementen mit gro-
Rem Bandabstand arbeiten kann. Jedoch betreiben
die derzeit erhaltlichen und bekannten Gate-Treiber
keinen selbstsperrenden SiC JFET und/oder betrei-
ben den selbstleitenden SiC JFET fiir erhebliche Zeit-
perioden uber seiner Nennleistung.

[0006] DE 10 2006 025 374 B4 offenbart ei-
ne Gate-Ansteuerungseinrichtung fur einen Sperr-
schicht-Feldeffekttransistor, um diesen sicher auszu-
schalten. Eine Konstantstromquelle wird mittels eines
parallel geschalteten, durch ein PWM-Signal ange-
steuerten Schalters wahlweise kurzgeschlossen, um
dem Gate des Feldeffekttransistors einen gewtinsch-
ten Strom einzupragen.

[0007] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine effiziente und kosteneffektive Gate-Treiber-
schaltung zu schaffen, die speziell fir Halbleiter-
bauelemente mit breitem Bandabstand und/oder fir
Halbleiterbauelemente mit nicht isolierten Eingédngen
angepasst ist. Die erfindungsgemale Aufgabe wird
mit einer Gate-Treiberschaltung nach Anspruch 1 so-
wie einem Verfahren zum Betreiben eines Halblei-
terbauelements nach Anspruch 21 geldst. Bevorzug-
te Ausflhrungsformen sind Gegenstand der Unteran-
spruche. Es ist auch wiinschenswert, einen Gate-
Treiber bereitzustellen, der in der Lage ist, einen
selbstleitenden SiC JFET flr signifikante Zeitperi-
oden Uber seiner Nennleistung zu betreiben und/oder
einen selbstsperrenden SiC JFET zu betreiben.

KURZBESCHREIBUNG

[0008] Eine Ausfihrungsform ist eine Gate-Treiber-
schaltung zum Schalten eines Halbleiterbauelements
mit einem nicht isolierten Eingang, wobei die Gate-
Treiberschaltung eine erste Schaltung besitzt, die
daflr konfiguriert ist, das Halbleiterbauelement ein-
zuschalten, indem ein Strom auf einem Gate des
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Halbleiterbauelements eingepragt wird, um somit ei-
ne inhdrente parasitdre Diode des Halbleiterbauele-
ments in Vorwartsrichtung zu betreiben. Es ist ei-
ne zweite Schaltung vorhanden, die dafiir konfigu-
riert ist, das Halbleiterbauelement auszuschalten, in-
dem ein Strom auf dem Gate des Halbleiterbauele-
ments eingepragt wird, um somit die parasitare Diode
des Halbleiterbauelements in Ruckwartsrichtung zu
betreiben, wobei die erste Schaltung und die zweite
Schaltung mit dem Halbleiterbauelement Uber einen
ersten Schalter bzw. einen zweiten Schalter verbun-
den sind.

[0009] Eine andere Ausflihrungsform ist eine elek-
tronische Schaltung mit einem einen nicht isolier-
ten Eingang aufweisenden Halbleiterbauelement und
einer Gate-Treiberschaltung fir die Betatigung des
Halbleiterbauelements unabhangig von den Eigen-
schaften seiner parasitdren Gate/Emitter-Diode, in-
dem einer von einem positiven oder einem nega-
tiven Strom auf einem Gate des Halbleiterbauele-
ments durch einen ersten Schalter bzw. einen zwei-
ten Schalter eingepragt wird.

[0010] Noch eine andere Ausfihrungsform ist eine
elektronische Schaltung mit einem einen nicht iso-
lierten Eingang aufweisenden Halbleiterbauelement
und einer Gate-Treiberschaltung zum Betreiben des
selbstleitenden Halbleiterbauelements bei einer gro-
Reren Leistung als der Nennleistung, indem einer von
einem positiven oder einem negativen Strom auf ei-
nem Gate des Halbleiterbauelements jeweils durch
einen ersten Schalter bzw. einen zweiten Schalter
eingepragt wird.

[0011] Eine weitere Ausfihrungsform ist eine elek-
tronische Schaltung mit einem einen nicht isolierten
Eingang aufweisenden Halbleiterbauelement und ei-
ner Gate-Treiberschaltung zum Betreiben des selbst-
leitenden Halbleiterbauelements, indem einer von ei-
nem positiven oder einem negativen Strom auf einem
Gate des Halbleiterbauelements jeweils durch einen
ersten Schalter bzw. einen zweiten Schalter einge-
pragt wird.

[0012] Ein Verfahren zum Betreiben eines Halb-
leiterschalterbauelements mit nicht isoliertem Ein-
gang beinhaltet das Schalten des Halbleiterbauele-
ments zwischen einem eingeschalteten und aus-
geschalteten Zustand mittels einem oder mehre-
rer Schalter, die einen positiven Strom auf einem
Gate des Halbleiterbauelements einpréagen, um so-
mit das Halbleiterbauelement einzuschalten, indem
die parasitare Diode des Halbleiterbauelements in
Vorwartsrichtung betrieben wird, und indem ein ne-
gativer Strom auf dem Gate des Halbleiterbauele-
ments eingepragt wird, um somit das Halbleiterbau-
element auszuschalten, indem die parasitare Diode
des Halbleiterbauelements in Ruckwartsrichtung be-
trieben wird.

ZEICHNUNGEN

[0013] Diese und weitere Merkmale, Aspekte und
Vorteile der vorliegenden Erfindung werden besser
verstandlich, wenn die nachstehende detaillierte Be-
schreibung unter Bezugnahme auf die beigefligten
Zeichnungen gelesen wird, in welchen gleiche Be-
zugszeichen gleiche Teile durchgangig durch die
Zeichnungen bezeichnen, wobei:

[0014] Fig. 1 einen mit einer Last verbundenen JFET
darstellt;

[0015] Fig. 2A und Fig. 2B Graphen von statischen
Strom/Spannungs-Kennlinien eines selbstleitenden
JFET und dessen intrinsischer Eingangsdiode dar-
stellen;

[0016] Fig. 3A und Fig. 3B Graphen von Strom/
Spannungs-Kennlinien eines selbstsperrenden JFET
und dessen intrinsischer Eingangsdiode darstellen;

[0017] Fig. 4 ein Schaltbild einer Gate-Treiberschal-
tung zum Schalten eines Halbleiterbauelements mit
einem nicht isolierten Eingang darstellt; und

[0018] Fig. 5-Fig. 7 Schaltbilder der Gate-Treiber-
schaltung von Fig. 4 detaillierter gemaf Aspekten der
vorliegenden Technik darstellen.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0019] Ausfiihrungsformen der vorliegenden Bau-
elemente und Techniken sind im Wesentlichen auf
eine Gate-Treiberschaltung fiir ein einem nicht iso-
lierten Eingang aufweisendes Halbleiterbauelement
gerichtet, das laterales, vertikales, Silizium oder Ma-
terial mit breitem Bandabstand enthélt, wie z. B. un-
ter anderen einen bipolaren Bipolarsperrschichttran-
sistor (BJT), Sperrschichtfeldeffekttransistor (JFET),
vertikalen JFET (VJFET), statischen Influenztransis-
tor (SIT), Metall-Halbleiter-Feldeffekttransistor (MES-
FET). In bestimmten Ausfiihrungsformen sind den
nicht isolierten Eingang aufweisenden die Halbleiter
ein Halbleiter mit breitem Bandabstand. Der Sperr-
schicht-gesteuerte Transistor kann ein mittels Schott-
ky-Sperrschicht gesteuerter oder ein mittels PN-
Sperrschicht gesteuerter Transistor sein. Der Halb-
leiter mit breitem Bandabstand kann Siliziumkar-
bid (SiC), Galliumnitrid (GaN), Diamant oder irgend-
ein anderer lll/V-Verbindungs-Halbleiter mit breitem
Bandabstand sein. Obwohl die vorliegende Diskus-
sion Beispiele im Zusammenhang mit einem JFET
bereitstellt, liegt die Anwendung dieser Ausfuhrungs-
form in anderen Bauelementen ebenso in dem
Schutzumfang der vorliegenden Erfindung.

[0020] In Fig. 1 ist ein JFET-Bauelement 10 zusam-
men mit den inharenten parasitaren Eigenschaften
dargestellt. Wie hierin angemerkt ist ein JFET ein
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Halbleiterbauelement mit einem nicht isolierten Ein-
gang. In der dargestellten Ausfiihrungsform ist ein
JFET 12 ein n-Kanal JFET mit einer Drain D, einem
Gate G und einer Source S. Die Drain D ist mit ei-
ner Spannungsversorgung V Uber einen Lastwider-
stand R, 4 verbunden. Die elektrische Ladung flie3t
bei Anlegen einer Vorspannung, die typischerweise
grolRer als eine Schwellenwertspannung ist, an den
Gate-Anschluss G durch einen halbleitenden Kanal
zwischen dem Source-Anschluss S und dem Drain-
Anschluss D bei. Der Gate-Anschluss G steuert da-
her den Betrieb des JFET 12. Es sollte angemerkt
werden, dass in bestimmten Ausfihrungsformen die
Drain D und die Source S vertauschbar sind. Es soll-
te auch angemerkt werden, dass der JFET 12 als ein
selbstleitender JFET oder ein selbstsperrender JFET
hergestellt werden kann.

[0021] Wie dem Fachmann auf diesem Gebiet be-
kannt sein durfte, gibt es inharente parasitére Eigen-
schaften des JFET, die das Betriebsverhalten beein-
flussen. In diesem Beispiel wird eine parasitére Diode
zwischen dem Gate-Anschluss G und dem Source-
Anschluss S dazu genutzt, um den Betrieb des Ein-
gangsanschlusses des JFET im normalen Betrieb fir
die inhdrenten parasitéren Eigenschaften zu model-
lieren. In Halbleiterbauelement gibt es typischerwei-
se parasitare Eigenschaften, die bewirken, dass sich
die Bauelemente anders als das ideale Bauelement
verhalten. In einigen Fallen werden die parasitaren
Eigenschaften so simuliert, dass das Verhalten ei-
ne gewisse angenommene Reaktion zeigt, wahrend
in anderen Fallen die Grenzwerte empirisch abge-
leitet werden. Beispielsweise ahnelt der interne Auf-
bau des Eingangs des n-Kanal JFET einer zwischen
dem Gate- und Source-Anschluss angeschlossenen
PN-Sperrschichtdiode. Wenn eine ausreichende Vor-
spannung in Vorwarts- oder Rickwartsrichtung zwi-
schen den Gate- und Source-Anschlissen angelegt
wird, bewirkt die parasitare Diode eine starke Fehl-
funktion.

[0022] In Fig. 2A und Fig. 2B sind Graphen
von Spannung/Strom-Kennlinien eines selbstleiten-
den JFET und einer parasitaren Diodenstruktur der
Struktur der selbstleitenden JFET dargestellt. Fig. 2A
ist ein Graph 20 der Drain/Source-Spannungs/Strom-
Kennlinien des selbstleitenden JFET (wie z. B. des
JFET 12, siehe Fig. 1), Uberlagert auf der V/I-Kenn-
linie eines Widerstands (wie z. B. des Widerstands
R 16, siehe Fig. 1), der mit einer Versorgungsspan-
nung (wie z. B. der Versorgungsspannung V, siehe
Fig. 1) in Reihe geschaltet ist. In Fig. 2A reprasentiert
das Bezugszeichen 22 einen Strom |, wahrend das
Bezugszeichen 24 eine Spannung V flr verschiede-
ne Gate-Spannungen V, reprasentiert.

[0023] Wie dargestellt, leitet der selbstleitende
JFET, wenn die angelegte Gate-Spannung Vg Uber
einer Schwellenwertspannung Vryorr) des JFET

liegt. Es sei angemerkt, dass Vyyorr) €ine Schwel-
lenwertspannung des JFET reprasentiert. Wie man
erkennen wird, arbeitet dann, wenn die an dem
Gate erzeugte Spannung niedriger als die Schwel-
lenwertspannung Vqyyorr) ist, das JFET-Bauelement
in einem AUS-Modus. Wenn jedoch der Wert der
an dem Gate erzeugten Spannung grof3er als die
Schwellenwertspannung Vyyorr) ist, arbeitet das
JFET-Bauelement in einem EIN-Modus. Wenn die-
ser Gate-Pegel negativ ist, ist der JFET selbstlei-
tend. Ferner arbeitet, wenn die an dem Gate erzeugte
Spannung positiv ist, dann der JFET in einem selbst-
sperrenden Modus. Je grol3er die an das Gate ange-
legte Spannung ist, desto héher ist der Strom durch
das Bauelement. Der selbstleitende JFET hort auf zu
leiten, wenn die angelegte Gate-Spannung Vg unter
der Schwellenwertspannung Vo) des JFET liegt.

[0024] Fig. 2B stellt einen Graphen 30 von Span-
nung/Strom-Kennlinien der parasitdren Gate-Dioden-
struktur des selbstleitenden JFET dar. In Fig. 2B re-
prasentiert das Bezugszeichen 32 den Strom |, wah-
rend das Bezugszeichen 34 die Spannung V repra-
sentiert. Das Bezugszeichen 36 reprasentiert einen
Bereich auf den Spannungs/Strom-Kennlinien, der
einer Schwellenwertspannung Vp, 1y fr die parasita-
re Diodenstruktur entspricht. Die Spannung V1, re-
prasentiert eine Schwellenwertspannung der parasi-
téren Diode.

[0025] Ferner sind Voy und der entsprechende
Strom |lgy die Spannung und der Strom der parasi-
téren Diodenstruktur wahrend einer Vorspannung in
Vorwartsrichtung, wenn die parasitare Diodenstruktur
an einem Grenzspannungspegel zur Sicherstellung
des Leitzustandes arbeitet. Insbesondere reprasen-
tiert Ioy einen eingepragten Strom, wenn der JFET
in einem EIN-Modus betrieben werden soll, wahrend
Von eine Uber der parasitédren Diode erzeugte Span-
nung reprasentiert, wenn der JFET in einem EIN-Mo-
dus betrieben werden soll.

[0026] Die Schwellenwertspannung des JFET wird
durch Vqyorr) reprasentiert. Vg, ist die Durch-
bruchspannung der parasitaren Diodenstruktur, und
wenn diese Spannung an das Gate angelegt wird,
ist die Gate-Spannung definitiv niedriger als die
AUS-Schwellenwertspannung des JFET. Mit ande-
ren Worten, Vg, représentiert die Durchbruchspan-
nung der parasitdren Diode. Vg reprasentiert eine
an das Gate angelegte Spannung, wenn das Bau-
element ausgeschaltet werden soll. In einem Beispiel
ist Vorr im Wesentlichen gleich der Durchbruchspan-
nung der parasitéaren Diode. Es sei angemerkt, dass
lope einen eingepragten Strom reprasentiert, wenn
der JFET in einem AUS-Modus betrieben werden
soll, wahrend Vg eine durch die parasitére Diode
erzeugte Spannung reprasentiert, wenn der JFET in
einem EIN-Modus betrieben werden soll.
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[0027] Gemal Aspekten der vorliegenden Technik
kann es erwilnscht sein, das Bauelement in einem
Bereich von etwa 5% bis etwa 10% oder etwas Uber
Vp(rr), der den Bereich 36 definiert, der Vqy fur die
parasitare Diodenstruktur reprasentiert, zu betreiben,
um ein optimales Verhalten des Bauelements zu er-
mdglichen. Durch Betreiben des Bauelements in ei-
nem Bereich etwas Uber der Schwellenwertspannung
V) fur die parasitare Diodenstruktur konnen Sto-
rungspegel in dem Bauelement erheblich verringert
werden.

[0028] Fig. 3A und Fig. 3B stellen in dhnlicher Wei-
se Graphen der Spannungs/Strom-Kennlinien eines
selbstsperrenden JFET bzw. einer parasitaren Di-
odenstruktur des selbstsperrenden JFET dar. Fig. 3A
veranschaulicht einen Graphen 30 der Drain/Sour-
ce Spannungs/Strom-Kennlinien des selbstsperren-
den JFET. In Fig. 3A reprasentiert das Bezugszei-
chen 42 den Strom |, wahrend das Bezugszeichen 44
die Spannung V reprasentiert. Auch Fig. 3B veran-
schaulicht einen Graphen 50 von Spannungs/Strom-
Kennlinien der parasitaren Diodenstruktur des selbst-
sperrenden JFET. In Fig. 3B reprasentiert das Be-
zugszeichen 52 den Strom |, wahrend das Bezugs-
zeichen 54 die Spannung V repréasentiert. Das Be-
zugszeichen 56 reprasentiert einen Bereich auf den
Spannungs/Strom-Kennlinien, der einer Schwellen-
wertspannung Vpyy flr die parasitare Diodenstruk-
tur entspricht. Wie der Fachmann auf dem Gebiet
erkennen wird, ahneln die Kennlinien des selbst-
sperrenden JFET den Kennlinien des selbstleitenden
JFET mit Ausnahme, dass in dem selbstsperrenden
Falle nur eine positive Gate-Spannung in der Lage ist,
das JFET-Bauelement einzuschalten und eine Gate-
Spannung von 0 Volt ausreicht, das Bauelement aus-
zuschalten. Die Schwellenwertspannung des JFET
wird durch Vi opr) reprasentiert. Hier sind wieder-
um Vg und der entsprechende Strom |y die Span-
nung und der Strom der parasitaren Diodenstruktur
wahrend des Betriebs in Vorwartsrichtung, wenn die
parasitare Diodenstruktur an einem Grenzwertspan-
nungspegel arbeitet, um den Leitzustand sicherzu-
stellen. Auflerdem sind Vqpe und der entsprechen-
de Strom Iy die Spannung und der Strom der para-
sitaren Diodenstruktur, die zum Betreiben des Bau-
elements in dem selbstsperrenden Modus verwendet
werden. Es sei angemerkt, dass es in bestimmten An-
wendungen erwunschtist, die EIN-Spannung V) auf
einen Wert unter der oder gleich der EIN-Spannung
V() der parasitaren Diode zu steuern und zu hal-
ten.

[0029] In Fig. 4 ist ein Schaltbild 60 einer Gate-Trei-
berschaltung zum Schalten eines Halbleiterbauele-
ments 62 mit einem nicht isolierten Eingang darge-
stellt. In der dargestellten Ausfiihrungsform ist das
Halbleiterbauelement 62 ein JFET-Bauelement. Die
Gate-Treiberschaltung enthalt eine erste Schaltung
64 und eine zweite Schaltung 66, die mit dem Halblei-

terbauelement 62 jeweils durch einen ersten Schal-
ter S; und einen zweiten Schalter S, verbunden sind.
Der zweite Schalter S, ist normalerweise geschlos-
sen (d. h., normalerweise ein), wahrend der erste
Schalter S; normalerweise offen ist (d. h., norma-
lerweise aus). Auf der Basis des Betriebs werden
die Schalter S;, S, dann in sich wechselseitig aus-
schlieBender Weise geschlossen oder gedffnet. Fer-
ner sollte angemerkt werden, dass der erste Schal-
ter S, und der zweite Schalter S, jedes elektronisch
gesteuerte Halbleiterbauelement wie z. B. ein MOS-
FET, JFET usw. sein kénnen.

[0030] Die erste Schaltung 64 ist dafir konfiguriert,
das Halbleiterbauelement 62 einzuschalten, indem
ein Strom auf einem Gate des Halbleiterbauelements
62 eingepragt wird, um so die parasitare Diode des
Halbleiterbauelements 62 in Vorwartsrichtung zu be-
treiben. In dhnlicher Weise ist die zweite Schaltung
66 dafir konfiguriert, das Halbleiterbauelement 62
auszuschalten, indem ein Strom auf dem Gate des
Halbleiterbauelements 62 eingepragt wird, um so die
parasitare Diode des Halbleiterbauelements 62 in
Ruckwartsrichtung zu betreiben. Mit anderen Wor-
ten, die erste Schaltung 64 pragt einen positiven
Einschaltstrom auf dem Gate des Halbleiterbauele-
ments 62 ein, wahrend die zweite Schaltung 66 einen
negativen Ausschaltstrom einpragt. Wie der Fach-
mann auf dem Gebiet erkennen wird, pragen die ers-
te Schaltung 64 und die zweite Schaltung 66 auf dem
Gate des Halbleiterbauelements 62 solange Strom
ein, wie der entsprechende erste Schalter S; bzw. der
zweite Schalter S, geschlossen sind.

[0031] Sowohl die erste Schaltung 64 als auch die
zweite Schaltung 66 enthalt eine mit einem Konden-
sator Uber eine Diode verbundene Stromquelle. Bei-
spielsweise kann die erste Schaltung 64 eine Strom-
quelle 1oy 68 enthalten, die mit dem Kondensator
C, Uber eine Diode D, verbunden ist. In ahnlicher
Weise kann die zweite Schaltung 66 eine Stromquel-
le lope 70 enthalten, die mit dem Kondensator C,
Uber eine Diode D, verbunden ist. Die erste Schal-
tung 64 ladt den Kondensator C, auf eine groRe-
re Spannung Vg als eine Schwellenspannung des
JFET auf. Es kann erwilinscht sein, dass die Span-
nung Vg hicht den durch die parasitare Diode vor-
gegebenen Spannungsgrenzwert des Halbleiterbau-
elements 62 Uberschreitet. Es sollte angemerkt wer-
den, dass die Spannung Vg etwas uber der Schwel-
lenwertspannung Vpry) der parasitaren Diode liegt.
In einer Ausfiihrungsform kann es erwiinscht sein,
dass die Spannung Vg in einem Bereich liegt, der
etwa 5% bis 10% Uber dem Schwellenwert V7, der
parasitaren Diode liegt. In dhnlicher Weise 1adt die
zweite Schaltung 66 den Kondensator C, auf eine
Spannung Ve auf, die niedriger als die Schwellen-
wertspannung Vyyorr) des Halbleiterbauelements 62
und héher (oder ein niedrigerer Absolutwert) als ei-
ne Durchbruchspannung Vg, der parasitaren Diode
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ist. Auch hier kann es in einer Ausfuhrungsform er-
wiinscht sein, dass die Spannung Vg in einem Be-
reich liegt, der etwa 5% bis 10% niedriger als die
Schwellenwertspannung Vqyyorr) der parasitaren Di-
ode ist. Zusétzlich kann es in einer Ausflrungsform
wiinschenswert sein, dass die Spannung V¢ in ei-
nem Bereich liegt, der etwa 5% bis 10% (von V) ho-
her als die Durchbruchspannung Vg, der parasitéaren
Diode ist. Die Vgn- und Vgep-Spannungen entspre-
chen den Kennlinien der parasitaren Diode, um das
Bauelement fur einen Betrieb in den EIN- bzw. AUS-
Modi zu steuern. Zuséatzlich sind die Werte von Iy
und loer durch die hierin dargestellten Schaltungs-
implementationen begrenzt, um einen Betrieb des
Bauelements in den EIN- oder AUS-Modi ohne uner-
wiinschte oder zu hohe Stréme sicherzustellen.

[0032] In bestimmten Ausfihrungsformen werden
die Stromquellen lgy und Ioeg bei einer Umgebungs-
temperatur betrieben, wéhrend sich die Dioden D,
und D, und die Kondensatoren C; und C, in unmit-
telbarer Nahe zu dem Halbleiterbauelement 62 be-
finden und bei einer Betriebstemperatur des Halb-
leiterbauelements 62 betrieben werden. Eine derar-
tige Platzierung ermoglicht einen Hochgeschwindig-
keitsbetrieb des Gate-Treibers und des entsprechen-
den Halbleiterbauelements unter rauen Betriebsbe-
dingungen.

[0033] Fig. 5-Fig. 7 stellen Schaltbilder 80, 90, 120
der Gate-Treiberschaltung detaillierter gemafR® As-
pekten der vorliegenden Technik dar. Insbesonde-
re ist Fig. 5 eine Schaltbilddarstellung einer Aus-
fihrungsform 80 der Gate-Treiberschaltung 60 von
Fig. 4. Auch Fig. 6 ist eine Schaltbilddarstellung einer
weiteren Ausflihrungsform 90 der Gate-Treiberschal-
tung 60 von Fig. 4. Fig. 7 ist eine Schaltbilddarstel-
lung noch einer weiteren Ausfihrungsform 120 der
Gate-Treiberschaltung 60 von Fig. 4.

[0034] Die Schalter S; und S, konnen dafiir konfigu-
riert sein, ein Steuerlogiksignal beispielsweise von ei-
ner (in Fig. 5 nicht dargestellten) Steuerschaltung zu
empfangen. In bestimmten Ausfiihrungsformen kann
die Steuerschaltung einen Mikroprozessor, ein FPGA
und dergleichen beinhalten. Das Steuersignal kann
dafiir konfiguriert sein, das Offnen und SchlieBen der
Schalter S; und S, zu steuern. Insbesondere kann
das Steuersignal daflr konfiguriert sein, den zweiten
Schalter S, zu schlielen, wenn der erste Schalter S,
offen ist. In dhnlicher Weise kann das Steuersignal
dafur konfiguriert sein, den zweiten Schalter S, zu 6ff-
nen, wenn der erste Schalter S, geschlossen ist.

[0035] Inden Fig. 5-Fig. 7 sind die Stromquellen Iy
68 und IoF 70 detaillierter dargestellt. Ferner enthalt
gemal Darstellung in den Fig. 5-Fig. 7 jede von den
Stromquellen Iy 68 und I 70 eine Quelle, mehre-
re Widerstdnde und ein Halbleiterbauelement, das so
konfiguriert ist, dass es eingepragte Strdme und eine

Spannung an dem Gate des Halbleiterbauelements
mit einem nicht isolierten Eingang erzeugt. Wie der
Fachmann auf diesem Gebiet erkennen wird, kon-
nen weitere mdgliche Stromquellen durch die Gate-
Schaltungen 80, 90, 120 verwendet werden. Fer-
ner sollte angemerkt werden, dass die Gate-Treiber-
schaltungen 80, 90, 120 eine zusétzliche (nicht dar-
gestellte) Steuerschaltung enthalten kénnen.

[0036] In den Fig. 6-Fig. 7 sind gemalk exemplari-
schen Aspekten der vorliegenden Technik die Aus-
fuhrungsformen der Gate-Treiberschaltung 90, 120
mit einer isolierten Steuersignallibertragung fur die
Betatigung der ersten und zweiten Schalter S, S,,
die die erste und zweite Schaltung 64, 66 (siche
Fig. 4) kontrollieren, dargestellt. In Fig. 6 beinhaltet
die isolierte Steuersignalubertragung ein erstes Ko-
axialkabel 92 und ein zweites Koaxialkabel 94. Das
erste Koaxialkabel 92 kann fiir die Betatigung des
ersten Schalters S, konfiguriert sein, wahrend das
zweite Koaxialkabel 94 fir die Betatigung des zwei-
ten Schalters 52 gesteuert werden kann. In einer der-
zeit in Betracht gezogenen Konfiguration von Fig. 6
kdénnen die ersten und zweiten Koaxialkabel 92, 94
ein geschirmtes zweiadriges Kabel oder Doppelader-
kabel beinhalten.

[0037] Das erste Koaxialkabel 92 enthalt einen ers-
ten Draht 96 und einen zweiten Draht 98. Das Be-
zugszeichen 100 kann einen Schirm des ersten Ko-
axialkabels 92 reprasentieren. In einer derzeit in Be-
tracht gezogenen Konfiguration ist der erste Draht 96
in dem ersten Koaxialkabel 92 in Wirkverbindung mit
einem isolierten Kontaktpunkt 102 verbunden, wah-
rend der zweite Draht 98 mit einer Bezugsspannung
b verbunden ist. Es kann auch angemerkt werden,
dass der Schirm 100 mit der Bezugsspannung b ver-
bunden sein kann. Ferner kann der isolierte Kontakt-
punkt 102 dafiir konfiguriert sein, ein isoliertes Signal
zum Steuern des Schaltvorgangs des ersten Schal-
ters S; zwischen einem offenen Zustand und einem
geschlossenen Zustand zu liefern. Dieses isolierte Si-
gnal ist ein sauberes, stérarmes Signal, um dadurch
einen verbesserten Schaltvorgang des ersten Schal-
ters S; zu ermdglichen. Zusatzlich kann der zwei-
te Draht 98 mit dem Gate G des Bauelements in
Wirkverbindung verbunden sein. Der Kondensator C,
kann ebenfalls mit dem zweiten Draht 98 des ersten
Koaxialkabels 92 in Wirkverbindung verbunden sein.

[0038] In &hnlicher Weise enthalt das zweite Koaxi-
alkabel 94 einen ersten Draht 104 und einen zwei-
ten Draht 106. Das Bezugszeichen 108 kann einen
Schirm des zweiten Koaxialkabels 94 reprasentieren.
Der erste Draht 104 in dem zweiten Koaxialkabel 94
ist in Wirkverbindung mit einem isolierten Kontakt-
punkt 110 verbunden, wahrend der zweite Draht 106
mit einer Bezugsspannung b verbunden sein kann.
Der Schirm 108 kann ebenfalls mit der Bezugsspan-
nung b verbunden sein. Ferner kann der isolierte
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Kontaktpunkt 110 daflr konfiguriert sein, ein isoliertes
Signal zum Steuern des Schaltvorgangs des zweiten
Schalters S, zwischen einem offenen Zustand und
einem geschlossenen Zustand zu liefern. Dieses iso-
lierte Signal ist ein sauberes, stdrarmes Signal, um
dadurch einen verbesserten Schaltvorgang des zwei-
ten Schalters S, zu ermoglichen. Es sei angemerkt,
dass der zweite Draht des zweiten Koaxialkabels 52
in Wirkverbindung mit der Source S des Bauelemen-
tes verbunden sein kann. Der Kondensator C; kann
ebenfalls mit dem zweiten Draht 106 des zweiten Ko-
axialkabels 94 in Wirkverbindung verbunden sein.

[0039] Des Weiteren kann gemalf’ Fig. 6 die Gate-
Treiberschaltung weitere Komponenten enthalten,
die zur Reduzierung elektromagnetischer Stérungen
konfiguriert sind. In einer Ausfihrungsform kénnen
derartige Komponenten einen Induktor und eine mit
den Stromquellen 68, 70 und den Koaxialkabeln 92,
94 verbundene Diode enthalten.

[0040] In Fig. 7 wird noch eine weitere Ausfiihrungs-
form der Gate-Treiberschaltung 120 prasentiert, in
welcher die Gate-Treiberschaltung mit einer isolier-
ten Steuersignallibertragung fiir die Betatigung der
ersten und zweiten Schalter S;, S,, die die erste und
zweite Schaltung 64, 66 (Fig. 4) kontrollieren, dar-
gestellt ist. Die isolierte Steuersignaliibertragung be-
inhaltet ein erstes Kabel 122 und ein zweites Kabel
124. Das erste Kabel 122 ist daflir konfiguriert, den
ersten Schalter S, zu betatigen, wéhrend das zwei-
te Koaxialkabel 124 gesteuert wird, um den zwei-
ten Schalter S, zu betatigen. In einer derzeit in Be-
tracht gezogenen Konfiguration kénnen die ersten
und zweiten Kabel 122, 124 geschirmte Einaderkabel
beinhalten.

[0041] Ferner enthalt das erste Kabel 122 einen
Draht 126 und einen Schirm 128. In einer derzeit in
Betracht gezogenen Konfiguration ist der Draht 126
in dem ersten Kabel 122 mit einem isolierten Kontakt-
punkt 130 in Wirkverbindung verbunden, wéahrend
der Schirm 128 mit einer Referenzspannung b ver-
bunden sein kann. Dieser isolierte Kontaktpunkt 130
ist daflr konfiguriert, ein isoliertes Signal zum Steu-
ern des Schaltvorgangs des ersten Schalters S; zwi-
schen einem offenen Zustand und einem geschlos-
senen Zustand zu liefern. Dieses isolierte Signal ist
ein sauberes, stérarmes Signal, um dadurch einen
verbesserten Schaltvorgang des ersten Schalters S,
zu ermoglichen. Zusatzlich kann der Schirm 128 mit
dem Gate G des Bauelements in Wirkverbindung ver-
bunden sein. Der Kondensator C, kann ebenfalls mit
dem Schirm 128 des ersten Kabels 122 in Wirkver-
bindung verbunden sein.

[0042] In gleicher Weise enthélt das zweite Kabel
124 einen Draht 132 und einen Schirm 134. Der Draht
132 in dem zweiten Kabel 124 ist mit einem isolier-
ten Kontaktpunkt 136 in Wirkverbindung verbunden,

wahrend der Schirm 134 mit einer Referenzspannung
b verbunden sein kann. Zusétzlich kann der Kontakt-
punkt 136 dafiir konfiguriert sein, ein isoliertes Si-
gnal zum Steuern des Schaltvorgangs des zweiten
Schalters S, zwischen einem offenen Zustand und
einem geschlossenen Zustand zu liefern. Dieses iso-
lierte Signal ist ein sauberes, stérarmes Signal, um
dadurch einen verbesserten Schaltvorgang des zwei-
ten Schalters S, zu ermoglichen. Es sei angemerkt,
dass der Schirm 134 mit der Source S des Bauele-
mentes verbunden sein kann. Der Kondensator C,
kann ebenfalls mit dem Schirm 128 des ersten Koaxi-
alkabels 122 in Wirkverbindung verbunden sein. Wie
vorstehend unter Bezugnahme auf Fig. 6 angemerkt,
kann die Gate-Treiberschaltung von Fig. 7 auch wei-
tere Komponenten enthalten, die zur Reduzierung
elektromagnetischer Stérungen konfiguriert sind. In
einer Ausfiihrungsform kdénnen derartige Komponen-
ten einen Induktor und eine mit den Stromquellen 68,
70 und den einadrigen Kabeln 122, 124 verbundene
Diode enthalten.

[0043] Wie der Fachmann auf diesem Gebiet erken-
nen wird, ermdglicht die in den vorstehend diskutier-
ten verschiedenen Ausflihrungsformen beschriebe-
ne Gate-Treiberschaltung einen Betrieb des selbst-
leitenden Halbleiterbauelements bei einer grofieren
Leistung als der Nennleistung. Zusatzlich ermdg-
licht die exemplarische Treiberschaltung einen Be-
trieb des selbstsperrenden Halbleiterbauelements.
Ferner sollte angemerkt werden, dass die Gate-
Treiberschaltung dafiir angepasst ist, das Halbleiter-
bauelement unabhangig von seinen Gate/Emitter-Di-
odenkennlinien zu betreiben. Die Gate-Treiberschal-
tung ermittelt automatisch einen optimalen Betriebs-
zustand fir das Halbleiterbauelement unabhéangig
von einer Spezifikation des Halbleiterbauelements.
Die Gate-Treiberschaltung stellt sicher, dass die EIN-
Spannung des Halbleiterbauelements etwas grofder
als die Schwellenwertspannung Vpy) der parasita-
ren Diode und eine AUS-Spannung des Halbleiter-
bauelements etwas grofier (oder kleiner im Absolut-
wert) als die Durchbruchspannung Vg, der parasita-
ren Diode ist.

[0044] Obwohl nur bestimmte Merkmale der Erfin-
dung hierin dargestellt und beschrieben wurden, wer-
den viele Modifikationen und Anderungen fiir den
Fachmann auf diesem Gebiet ersichtlich sein. Es
durfte sich daher verstehen, dass die beigefugten An-
spriiche alle derartigen Modifikationen und Anderun-
gen, soweit sie in den tatsachlichen Erfindungsge-
danken der Erfindung fallen, abdecken sollen.

[0045] Eine Ausfihrungsform ist eine Gate-Treiber-
schaltung 60 zum Schalten eines Halbleiterbauele-
ments 62 mit einem nicht isolierten Eingang, wobei
die Gate-Treiberschaltung 60 eine erste Schaltung 64
besitzt, die daflr konfiguriert ist, das Halbleiterbau-
element 62 einzuschalten, indem ein Strom auf einem
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Gate des Halbleiterbauelements 62 eingepragt wird,
um somit eine inharente parasitare Diode des Halblei-
terbauelements 62 in Vorwéartsrichtung zu betreiben.
Es ist eine zweite Schaltung 66 vorhanden, die dafir
konfiguriert ist, das Halbleiterbauelement 62 auszu-
schalten, indem ein Strom auf dem Gate des Halb-
leiterbauelements einpragt wird, um somit die para-
sitare Diode des Halbleiterbauelements 62 in Rick-
wartsrichtung zu betreiben, wobei die erste Schaltung
64 und die zweite Schaltung 66 mit dem Halbleiter-
bauelement 62 uber einen ersten Schalter bzw. einen

zweiten Schalter verbunden sind.

Bezugszeichenliste

10 Mit einer Last verbundenes JFET-Bauele-
ment

12 JFET

14 parasitare Diode

20 Graph von Drain/Source-Spannungs/
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JFET

22 Strom

24 Spannung
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Strom-Kennlinien des selbstsperrenden
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32 Strom
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JFET
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50 Graph von Drain/Source-Spannungs/
Strom-Kennlinien des selbstsperrenden
JFET

52 Strom

54 Spannung
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Diode

60 Schaltbild der Gate-Treiberschaltung zum
Schalten eines Halbleiterbauelements mit
einem isolierten Eingang

62 Halbleiterbauelement

64 erste Schaltung

66 zweite Schaltung

68 Stromquelle lgy

70 Stromquelle lggr

80 eine Ausflihrungsform der Gate-Treiber-
schaltung von Fig. 4

90 weitere Ausfihrungsform der Gate-Trei-
berschaltung von Fig. 4

92 erstes Koaxialkabel

94 zweites Koaxialkabel

96 erster Draht des ersten Koaxialkabels

98 zweiter Draht des ersten Koaxialkabels

100 Drahtschirm des ersten Koaxialkabels

102 Kontaktpunkt des ersten Koaxialkabels
104 erster Draht des zweiten Koaxialkabels
106 zweiter Draht des zweiten Koaxialkabels
108 Schirm des zweiten Koaxialkabels
110 Kontaktpunkt des zweiten Koaxialkabels
120 weitere Ausfihrungsform der Gate-Trei-
berschaltung von Fig. 4
122 erstes einadriges Kabel
124 zweites einadriges Kabel
126 Draht des ersten einadrigen Kabels
128 Schirm des ersten einadrigen Kabels
130 Kontaktpunkt des einadrigen Kabels
132 Draht des zweiten einadrigen Kabels
136 Schirm des zweiten einadrigen Kabels
138 Kontaktpunkt des zweiten einadrigen Ka-
bels
Patentanspriiche

1. Gate-Treiberschaltung (60) zum Schalten eines
Halbleiterbauelements (62) mit einem nicht isolierten
Eingang, wobei die Gate-Treiberschaltung (60) auf-
weist:
eine erste Schaltung (64), die daflr konfiguriert ist,
das Halbleiterbauelement (62) einzuschalten, indem
ein Strom auf einem Gate des Halbleiterbauelements
(62) eingepragt wird, um eine inharente parasitare Di-
ode des Halbleiterbauelements (62) in Vorwartsrich-
tung zu betreiben; und
eine zweite Schaltung (66), die dafir konfiguriert ist,
das Halbleiterbauelement (62) auszuschalten, indem
ein Strom auf dem Gate des Halbleiterbauelements
(62) eingepragt wird, um die inharente parasitare Di-
ode des Halbleiterbauelements (62) in Rickwarts-
richtung zu betreiben;
wobei die erste Schaltung (64) mit dem Halbleiterbau-
element (62) Uber einen ersten Schalter und die zwei-
te Schaltung (66) mit dem Halbleiterbauelement (62)
Uber einen zweiten Schalter verbunden ist und
sowohl die erste Schaltung (64) als auch die zweite
Schaltung (66) eine mit einem Kondensator Giber eine
Diode verbundene Stromquelle enthalt.

2. Gate-Treiberschaltung (60) nach Anspruch 1,
wobei sowohl die erste Schaltung (64) als auch die
zweite Schaltung (66) einen Strom auf dem Gate des
Halbleiterbauelements (62) solange einpragt, wie der
entsprechende erste Schalter und der entsprechen-
de zweite Schalter geschlossen sind.

3. Gate-Treiberschaltung (60) nach Anspruch 1,
wobei der zweite Schalter normalerweise geschlos-
sen ist und der erste Schalter normalerweise offen ist.

4. Gate-Treiberschaltung (60) nach Anspruch 1,
wobei die erste Schaltung (64) den Kondensator
auf eine Spannung Vgy aufladt, die gréRer als eine
Schwellenwertspannung Vg der parasitdren Diode
ist, so dass die Spannung Vgy hicht den Spannungs-
grenzwert des Halbleiterbauelements Gberschreitet.
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5. Gate-Treiberschaltung (60) nach Anspruch 1,
wobei die zweite Schaltung (64) den Kondensator auf
eine Spannung Ve aufladt, die niedriger als eine
Schwellenwertspannung Vryorr) des Halbleiterbau-
elements und hoher als eine Durchbruchspannung
Vgy der parasitaren Diode ist.

6. Gate-Treiberschaltung (60) nach Anspruch 1,
wobei die Stromquellen bei einer Umgebungstem-
peratur betrieben werden, wahrend sich die Dioden
und die Kondensatoren in unmittelbarer Nahe zu
dem Halbleiterbauelement befinden und bei einer Be-
triebstemperatur des Halbleiterbauelementes betrie-
ben werden.

7. Gate-Treiberschaltung (60) nach Anspruch 1,
wobei die Gate-Treiberschaltung (60) dafur ange-
passt ist, das Halbleiterbauelement (62) unabhangig
von Kennlinien seiner parasitaren Gate/Emitter-Di-
ode zu betreiben.

8. Gate-Treiberschaltung (60) nach Anspruch 1,
wobei die Gate-Treiberschaltung (60) automatisch
einen optimalen Betriebszustand fir das Halbleiter-
bauelement unabhangig von einer Spezifikation des
Halbleiterbauelementes ermittelt.

9. Gate-Treiberschaltung (60) nach Anspruch
8, wobei eine EIN-Spannung des Halbleiterbauele-
ments (62) etwas groRer als die Schwellenwertspan-
nung Vpy) der parasitaren Diode ist, und eine
AUS-Spannung des Halbleiterbauelements (62) et-
was groRer als die Durchbruchspannung Vgy der pa-
rasitéren Diode oder, sofern der Absolutwert betrach-
tet wird, kleiner als die Durchbruchspannung Vgy der
parasitaren Diode ist.

10. Gate-Treiberschaltung (60) nach Anspruch
9, wobei eine EIN-Spannung des Halbleiterbauele-
ments (62) in dem Bereich von 5% bis 10% grofier
als die Schwellenwertspannung Vp 1y der parasita-
ren Diode ist, und eine AUS-Spannung des Halblei-
terbauelements (62) in dem Bereich von 5% bis 10%
groRer als die Durchbruchspannung Vg, der parasi-
téren Diode ist.

11. Gate-Treiberschaltung (60) nach Anspruch
1, wobei das Halbleiterbauelement (62) ein selbst-
leitendes Halbleiterbauelement ist, und wobei die
Gate-Treiberschaltung (60) dafiir angepasst ist, das
selbstleitende Halbleiterbauelement bei einer grofie-
ren Leistung als der Nennleistung zu betreiben.

12. Gate-Treiberschaltung (60) nach Anspruch 1,
wobei das Halbleiterbauelement (62) ein selbstsper-
rendes Halbleiterbauelement ist, und wobei die Gate-
Treiberschaltung (60) dafiir angepasst ist, das selbst-
sperrende Halbleiterbauelement zu betreiben.

13. Gate-Treiberschaltung (60) nach Anspruch 1,
wobei das den nicht isolierten Eingang aufweisen-
de Halbleiterbauelement ein Sperrschicht gesteuer-
ter Transistor aus einem Halbleiter mit einem breiten
Bandabstand ist.

14. Gate-Treiberschaltung (60) nach Anspruch 13,
wobei der Sperrschicht gesteuerte Transistor aus ei-
nem Halbleiter mit einem breiten Bandabstand einen
Schottky-Sperrschicht gesteuerten Transistor oder
einen PN-Sperrschicht gesteuerten Transistor um-
fasst.

15. Gate-Treiberschaltung (60) nach Anspruch 13,
wobei der Halbleiter mit einem breiten Bandabstand
Siliziumkarbid, Galliumnitrid oder Diamant enthalt.

16. Gate-Treiberschaltung (60) nach Anspruch 1,
wobei das einen nichtisolierten Eingang aufweisende
Halbleiterbauelement einen bipolaren Bipolarsperr-
schichttransistor (BJT), einen Sperrschichtfeldeffekt-
transistor (JFET), einen vertikalen JFET, einen sta-
tischen Influenztransistor (SIT) oder einen Metall-
Halbleiter-Feldeffekttransistor (MESFET) aufweist.

17. Gate-Treiberschaltung (60) nach Anspruch 1,
wobei der erste Schalter und der zweite Schalter je-
weils ein elektronisch gesteuertes Halbleiterbauele-
ment enthalten.

18. Elektronische Schaltung, aufweisend:
ein Halbleiterbauelement (62) mit einem nicht isolier-
ten Eingang; und
eine Gate-Treiberschaltung (60) nach Anspruch 1,
um das Halbleiterbauelement (62) unabhangig von
Kennlinien seiner parasitdren Gate/Emitter-Diode zu
betreiben.

19. Elektronische Schaltung, aufweisend:
ein selbstleitendes Halbleiterbauelement (62) mit ei-
nem nicht isolierten Eingang; und
eine Gate-Treiberschaltung (60) nach Anspruch 1,
um das selbstleitende Halbleiterbauelement (62) bei
einer groReren Leistung als der Nennleistung zu be-
treiben.

20. Elektronische Schaltung, aufweisend:
ein selbstsperrendes Halbleiterbauelement (62) mit
einem nicht isolierten Eingang; und
eine Gate-Treiberschaltung (60) nach Anspruch 1,
um das selbstsperrende Halbleiterbauelement (62)
zu betreiben.

21. Verfahren zum Betreiben eines Halbleiterbau-
elements mit einem nicht isolierten Eingang, wobei
das Verfahren die Schritte aufweist:

Schalten des Halbleiterbauelements zwischen einem
eingeschalteten und ausgeschalteten Zustand mittels
eines ersten und eines zweiten Schalters;
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Einpragen eines positiven Stroms auf einem Gate
des Halbleiterbauelements, um das Halbleiterbauele-
ment einzuschalten, indem eine parasitare Diode des
Halbleiterbauelements unter Verwendung einer ers-
ten Schaltung (64) in einer Gate-Treiberschaltung
(60) in Vorwartsrichtung betrieben wird; und
Einpragen eines negativen Stroms auf dem Gate
des Halbleiterbauelements, um das Halbleiterbauele-
ment auszuschalten, indem die parasitare Diode des
Halbleiterbauelements unter Verwendung einer zwei-
ten Schaltung (66) in der Gate-Treiberschaltung (60)
in Rickwartsrichtung betrieben wird,

wobei die erste Schaltung (64) tiber den ersten Schal-
ter mit dem Halbleiterbauelement und die zweite
Schaltung (66) Uber den zweiten Schalter mit dem
Halbleiterbauelement verbunden ist und sowohl die
erste Schaltung (64) als auch die zweite Schaltung
(66) eine mit einem Kondensator Gber eine Diode ver-
bundene Stromquelle enthalt.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen

10/16



DE 10 2010 016 611 B4 2012.05.31

Anhéangende Zeichnungen
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FIG. 2B
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